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近年，単結晶炭化ケイ素 (SiC) はワイドバンドギャップを有する，絶縁破壊電界強度が高い，飽

和電子移動速度が速い等，優れた物性値を有する次世代パワーデバイス基板材料として注目を集め

ている．我々は，SiC 基板の新たな研磨手法として，砥粒を用いずに化学的作用のみで平坦化加工

を行う，触媒表面基準エッチング法 (Catalyst-referred Etching; CARE) を開発してきた[1]．現在まで

に本手法を用い，2インチ SiC基板全面に，ステップテラス構造を有する平面を実現している[2]．砥

粒を用いないことから，大口径ウエハの加工を行う際，ウエハサイズに関わらず同一条件化で同等

の加工を実現することが期待できる．本研究では，6インチ SiC基板に対し CARE法を適用し，加

工速度などの評価を行った結果について報告する． 

本実験では 6インチ n型 4H-SiC (0001) 4° offウエハを用いた．

加工圧力は 100 hPa，回転速度は 10 rpmとした．フッ化水素酸 

(HF) 溶液中で SiC 基板を白金パッド上に置き，基板を裏面か

ら加圧しながら，相対的に回転運動させることにより加工を行

った．加工速度は基板質量の変化を計測することにより算出し

た．表面粗さの評価には，原子間力顕微鏡  (Atomic force 

microscope: AFM) を用いた． 

図 1に代表的な加工前後表面のAFM像を示す．加工前表面に

見られる粒上の模様が消え，表面粗さの改善が確認できる．加

工速度は 17 nm/hであった．同条件における 2インチ基板の加工

速度は約 15 nm/hであることから，ウエハサイズによらない加工

を実現していることが分かる．加工速度は加工圧力と回転速度

に比例することが既に明らかとなっている[3]．今後，加工圧力や

回転速度の増大により，2 インチ基板同様，CMP に匹敵する加

工速度を達成できると考えている． 
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 (a)加工前表面 

 (b)加工後表面 

図 1．CARE加工前後 SiC基板 
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